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Procedeu de obţinere a nanostructurilor semiconductoare ce include depunerea unei măşti pe una din suprafeţele unei 
plăci semiconductoare, implantarea ionilor, tratarea  electrochimică şi înlăturarea măştii, caracterizat prin aceea că 
implantarea ionilor se efectuează la o energie a ionilor de  până la 30 keV, cu o doză de până la 1011 cm-2, iar tratarea 
electrochimică se efectuează la trecerea curentului cu o densitate  de cel puţin 100 mA/cm2.  


